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формується як функціональна складова загальної системи менеджменту 

суб’єкта господарювання та включає такі елементи: цілі управління, об’єкти 

управління, суб’єкти управління, методи управління, засоби управління. 

Цілі комерційної діяльності визначають її зміст, а саме: 

 - встановлення господарських і партнерських зв’язків із суб’єктами 

ринку; 

 - вивчення та аналіз джерел закупівлі товарів;  

- узгодження зв’язку виробництва зі споживанням товарів, орієнтованих 

на попит покупців (асортимент, обсяг і оновлення продукції);  

- здійснення купівлі та продажу товарів з урахуванням конкурентного 

середовища;  

- розширення існуючих і перспективний розвиток цільових ринків 

товарів; 

 - скорочення операційних витрат, пов’язаних з купівлею- продажем 

товарів [3]. 

Комерційна діяльність пов’язана практично зі всіма аспектами роботи 

підприємств: від технології і організації виробництва до фінансового 

господарювання. Для розробки правильної стратегії на ринку товарів і послуг 

комерційні служби підприємств повинні правильно оцінити загальний стан 

споживчого ринку і його тенденції в межах того регіону або сегменту, на який 

підприємство орієнтується. 
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Враховуючи, що основними елементами сучасного оптоелектронного 

сенсора газу є напівпровідникові джерела й фотоприймачі 

інфрачервоноговипромінювання (ІЧ), для досягнення високого КПД сенсора 

необхідно, щоб параметри його складових частин були погоджені по 

спектральних характеристиках, швидкодії, температурних властивостях і 

габаритам. Крім цього, джерела ІЧ- випромінювання повинні мати досить 

високу яскравість і вузьку направленість випромінювання, а також працювати 

при порівняно невеликих значеннях вхідного струму. Не менш важливим є й 

вибір фотоприймача, який повинен мати не тільки високу ефективність 
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перетворення падаючого на нього випромінювання в електричний струм, але й 

необхідним спектральним розподілом фоточутливості й швидкодією Тому 

вдосконалюванню напівпровідникових джерел і фотоприймачів 

інфрачервоноговипромінювання приділяється велика увага [1]. 

Найбільш прийнятними, для реалізації активних елементів (АE) 

напівпровідникових джерел і фотоприймачів випромінювання на область 

спектра 2,0-5,0 мкм є напівпровідникові гетероструктури з p-n- переходами на 

базі твердих розчинів (ТР) GaInAsSb/AlGaAsSb на основі GaSb і 

ІnAsSb/ІnAsSbP на основі ІnAs працюючі при кімнатній температурі [1; 

2].Методи їх виготовлення й підвищення світлотехнічних параметрів, у цей час, 

недостатньо вивчені й пророблені.  

Ціль наших досліджень - підвищення випромінювальних характеристик 

напівпровідникових джерел випромінювання й чутливості фотоприймачів, що 

працюють при кімнатній температурі в спектральному діапазоні 2-5 мкм, 

шляхом нанесення на АE об'ємного оптичного покриття заданої форми на 

основі багатокомпонентних стеклообразных сплавів із систем (Ge, Pb)-(Ga, As, 

Sb,)-(S, Se). 

Досліджувалися напівпровідникові джерела й приймачі випромінювання, 

зібрані на корпусі TO-18, АE яких виготовлені на основі 

гетероструктурІnAs/ІnAsSbPметодом рідинної епітаксії [1] і 

GaInAsSb/AlGaAsSb на основі GaSb газофазнойепітаксії з металорганічних 

з'єднань при атмосферному тиску в реакторі горизонтального типу [2].  

Істотне збільшення зовнішнього квантового виходу досліджених нами 

АЕ, досягнуте завдяки використанню в якості матеріалів для оптичного 

покриття стеклоподібних сплавів з багатокомпонентних халькогенідних систем 

(Ge,Pb)-(Ga,As,Sb,)-(S,Se) [3]. 

Запропонований нами спосіб нанесення  оптичного покриття заданої 

форми на основі багатокомпонентних халькогеніднихстекол [4] і установка по 

його реалізації [5] показали високу відтворюваність заданих форм оптичного 

покриття. Спектральні виміри АЕ проводилися за допомогою монохроматора 

ІКМ-1 і PbSe- фотоприймача, що працює при помірній зниженій температурі. 

Живлення випромінюючих АЕ здійснювалося частотою f=1,0 khz і струмом 

200 мА. Перерахування відносних одиниць спектральної інтенсивності 

випромінювання в одиниці потужності проводився за допомогою спеціальних 

каліброваних коефіцієнтів, що враховують апаратну функцію вимірювальної 

установки. Для виміру потужності випромінювання АЕ в області спектра 2,5-

5,0 мкм використовувалася інтегруюча сфера й калібрований охолоджуваний 

PbSe фотоприймач (ФП). Спектри випромінювання й фоточутливості 

отриманих нами АЕ до й після нанесення оптичного покриття показані на рис.1. 

Використання для оптичного покриття стеклоподібних сплавів з 

багатокомпонентних халькогенідних систем (Ge,Pb)-(Ga,As,Sb,)-(S,Se) 

дозволило підвищити ефективність роботи використовуваних випромінюючих 

АЕ в 3,0-5,0 раз, а АЕ фотоприймачів щонайменше   в 2,0-2,5 рази стосовно 

аналогічних фотоприймачів у яких використовується герметизуюче покриття на 

основі полімерного компаунду й в 3,0-4,0 рази стосовнофотоприймачів у яких 
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герметизація здійснюється з використанням металевої кришки й прозорого для 

випромінювання вікна [6]. 

 
 

 
Рис.1. - Спектри АЕвипромінення а) тафоточутливості б)  до (криві 1, 3, 

5)іпіслянанесенняоптичногопокриття (криві 2, 4, 6). АЕздовжинамихвиль в максимумівипромінювання: 

1, 2– λmax=3,4 мкм і 3, 4– λmax=3,8 мкм 
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На сучасному етапі розвитку ринкових відносин для підприємств, що 

функціонують на ринку, логістика є способом оптимізації та забезпечення 
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спостерігається інтенсивний розвиток маркетингу і логістики у формі окремих 

(паралельних) тенденцій розвитку. З одного боку, маркетинг розвивається у 



 

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 
тел./факс +380-3131-21109 
Веб-сайт  університету: www.msu.edu.ua 
E-mail: info@msu.edu.ua, pr@mail.msu.edu.ua 

Веб-сайт Інституційного репозитарію Наукової бібліотеки МДУ:  http://dspace.msu.edu.ua:8080 
Веб-сайт Наукової бібліотеки МДУ: http://msu.edu.ua/library/ 
 

 

http://www.msu.edu.ua/
mailto:info@msu.edu.ua
mailto:info@msu.edu.ua
http://dspace.msu.edu.ua:8080/
http://msu.edu.ua/library/

